



















































































潤-1b (最大磁場27T)日日 と希釈冷凍機 (最低温度20mK)を用いて行なった｡
実験は､縦長のホール素子に一定電流を流し､磁場を変化させながら電流と平行な方
向の電圧 Vxxと電流に垂直方向のホール電圧VI.を測定する方法を用いた｡
1988年 6月にV - 1/7においてホール抵抗率px,に分数量子ホール効果を示すと考え
られる構造を発見した｡15)このときの電子浪度は 6.2XIO~14 m~2､移動度は35m2/V･











(chemicalBeamEpitaxy)によって作成した｡ CBF] 17)は､ MBEの長所と 光OCV(
MetaトOrgnicChemicAIVaporDeposition )の長所を持ち合わせたもので､成長室の
構造は耶E､ソース源には 托OCVDに用いているAsH3､TEGa､TEAl等のガスを用いている｡
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